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Anwendungen

A APD3000-UT UV-Si Avalanche Photodiode

Verstarkung bis M = 100 200nm - 1100nm

3mm dia Aktive Flache

Stand 2026

Beschreibung

Die APD3000-UT verfligt Gber eine kreisférmige aktive
Flache von ®3000 um (7,07 mm?). Sie ist eine UV-Silizium-
Avalanche-Photodiode mit optimierter Empfindlichkeit im
Spektralbereich vom UV- bis in den sichtbaren Bereich.

Merkmale

¢ Planare APD mit Frontbeleuchtung

e ®3000 um Aktive Flache

¢ Hohe Verstarkung bei niedriger Vorspannung
* Betriebstemperaturbereich -40 bis +80 °C

 Fluoreszenzmessungen * Messungen bei schwachem Licht
¢ Analytische Instrumente ¢ Medizinische Instrumente

Responsivity vs Wavelength vs M
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Dark Current vs Bias Voltage
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Electro-optical Characteristics and Maximum Ratings (Ta = +25°C)

Wavelength range A 200-1100 nm
Peak wavelength hp 800 nm
Active diameter ] 3000 pm
A 7.07 mm?
Dark current Io VR=80V 6.3 35 na
Junction Capacitance C VR=90V,f=1MHz 20 PF
Reverse breakdown voltage Ver ID=100pA 90 97 110 v
Operating voltage temperature
§ Te=-40~485C 0.4 v/'C
coefficient
Rise time tr M=100, A= 400nm, 500 10 ns
Cut-off frequency BW -3dB 25 MHz
Maximum multiplication gain Mmax A=305nm,pe=1pw 100
Responsivity Re k=355nm, M=100, VR=10V 22 AW
Absolute Values
Operating Voltage 0,95 * Vg,
Forward Current 1mA
Power Dissipation 60mw
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Package, TO5 Dimensions in “mm”
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Die Angaben in diesem Datenblatt gelten als korrekt und zuverldssig. Fir mogliche Ungenauigkeiten oder
Auslassungen wird jedoch keine Verantwortung libernommen. Die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden.
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